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Un pas imprescindible perque el proxim

smartphone inclogui tecnologia
electronica de grafe

La Internet de les Coses esta provocant una expansio sense precedents
de la connectivitat i les comunicacions en la nostra societat actual. La
nova generacié de tecnologies sense fils, el 5G, demana connexions
cada cop més rapides, cosa que fa necessari desenvolupar noves
tecnologies electroniques per atendre les exigencies del mercat. Entre
altres propostes, sén moltes les esperances dipositades en les
tecnologies basades en el grafée i altres materials bidimensionals,
especialment prometedores en el desenvolupament de ['electronica
flexible i de radiofrequéncia en la banda dels terahertz. En [l'article
seguent, investigadors del grup NANOCOMP de la UAB expliquen com
s’estan desenvolupant aquestes noves tecnologies dins la iniciativa
europea Graphene Flahship, en la qual participen

Un xip electronic flexible de grafé presentat en l'informe anual del 2018 del consorci europeu Graphene Flagship. Credit:

Alexandra Csuport

La demanda de connexions cada vegada més veloces i complexes requereix el
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desenvolupament de tecnologies innovadores que satisfacin les exigéncies del mercat. El
caracter bidimensional del grafé i les seves interessants propietats electroniques i fisiques, van
convertir aquest material, ja des del seu descobriment, en una gran promesa per al futur de
I'electronica. Aquesta és una de les raons per les quals la Unié Europea va llangar, I'1 d'octubre
de 2013, una de les majors iniciatives d'investigacié cientifica, el projecte Graphene Flagship
(GF). Amb un finangament de 1.000 milions d'euros i una durada de 10 anys, constitueix un
consorci combinat entre els mons academic i industrial que estudia per complet la cadena de
valor de les futures tecnologies basades en el grafé i en altres materials bidimensionals. Les
seves activitats abasten diversos aspectes: des de l'estudi fonamental del material, al
desenvolupament de la produccié a gran escala i el disseny de dispositius, fins a finalment
convergir en la integracio de sistemes electronics complexos. El GF utilitza I'escala de "nivell de
maduresa tecnologica" (TRL, per les sigles en anglés) per avaluar en quin punt de
desenvolupament es troba la tecnologia. Per indicar el progrés assalit, I'escala comprén 9 nivells
des de la idea original (TRL1) fins al desplegament comercial (TRL9).

El grup de recerca de Nanoelectronica Computacional (NANOCOMP) de la UAB participa
activament en el GF des de l'inici desenvolupant models fisics i matematics que descriuen el
comportament de diferents dispositius basats en el grafé o en altres materials bidimensionals.
L’objectiu principal d’aquest és predir com de potents i rapids poden arribar a ser aquests nous
dispositius electronics. Els estudis desenvolupats s'emmarquen en els nivells TRL3 i 4 i la seva
importancia rau en el fet que permeten escollir quins dispositius presenten un major potencial
per a aplicacions electroniques, com, per exemple, en I'emergent mén de I'5G. En concret, s'han
dut a terme estimacions per a transistors d'efecte camp (dispositius basics en qualsevol
aplicacio electronica) basats en una Unica lamina de grafe, grafé de doble capa; i grafé combinat
amb nitrur de bor (un material que ha demostrat ser un gran aliat per potenciar les qualitats
electroniques del grafe).

El grup d’investigacié també implementa els models tedrics en eines de "disseny de tecnologia
assistit per ordinador" (TCAD, per les sigles en anglés) per simular dispositius de grafé com a
part de circuits electronics més complexos. Els programes TCAD com Cadence Design
Systems®© o Advanced Design Systems®© serveixen per dissenyar i optimitzar circuits electronics
formats per un gran nombre de dispositius. D'aquesta manera, el grup de recerca proporciona el
suport técnic necessari per dissenyar els futurs circuits integrats basats en grafé. En particular,
s'han desenvolupat eines TCAD per a transistors d'efecte camp i diodes basats en grafé
monocapa. El desenvolupament d'aquestes eines és crucial per a impulsar I'electronica del
grafé més enlla del nivell TRL6.

Per a la ulterior constatacid del desplegament comercial (TRL9) del grafé en aplicacions
electroniques, com podria ser en el proper smartphone, encara s’haura d'esperar uns anys, fins i
tot, més enlla de la fi de I'GF, I'any 2023. No obstant aix0, si que queda clara la importancia de
I'GF com una de les majors iniciatives de recerca, coordinada a una escala sense precedents.
Tal com va dir Winston Churchill: "Si estem junts, no hi ha res impossible. Si estem dividits, tot
fallara ".

Es recomana visualitzar aquest video.

Francisco Pasadas, David Jiménez, Pedro Carlos Feijoo
Area de Tecnologia Electronica
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